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研究成果の概要：本研究では、透明な石英基板上に BaSi2 を分子線エピタキシー法(MBE 法)に
て形成し、Ba サイトの約半数を Sr で置換することで光学吸収端を 1.4eV まで拡大できること
を実証した。さらに、デバイス応用に不可欠な伝導型制御にも取り組んだ。MBE 法により、高
抵抗 Si(111)基板上に不純物をドーピングした BaSi2膜を形成し、Hall 測定からキャリア密度、
移動度を評価した。その結果、III 族不純物である In をドープした BaSi2 は p 型になり、In のセ
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 Sr composition x
Si の需要に大きく左右されることによる。



























(MBE)法により Sr 量の異なる Ba1-xSrxSi2 多
結晶膜を厚さ約 200nm 形成し、光吸収特性に
より光学吸収端を求めた。また、不純物ドー





(1) Sr 添加による BaSi2 の禁制帯幅拡大 
表面を多結晶 Si 膜(0.1m)で覆われた石英基





す る の を防 ぐ ため であ る 。堆 積 した





































In ドープ BaSi2膜の Hall 測定を行ったとこ
ろ、ホール測定ではすべて p 型となった。こ















図２ In ドープ BaSi2の正孔密度と移動度の関係 
 










図３ Sb ドープ BaSi2の電子密度と移動度の関係 
 




 石英基板上に多結晶 Ba1-xSrxSi2 膜を MBE
法にて形成し、光吸収端を評価した。Sr のモ
ル分率 x が増加するにしたがい、a 軸および
c 軸の格子定数が減尐した。b軸の格子定数は、
余り変化しなかった。RBS 法により、Sr のモ
ル分率 x が 0.5 よりも大きくなると、成膜中
の Ba, Sr, Si の組成分布が均一でなくなるこ
とが分かった、さらに、X 線回折測定より、


















向が確認された。Ga ドープ BaSi2 は n 型とな
ったが、ホッピング伝導であるため、キャリ
ア密度制御には不適切であることが分かっ
た。続いて、V 族不純物である Sb をドーピ
ングした BaSi2 を形成した。その結果、Sb ド
ープ BaSi2 は n 型となり、さらに、電子密度
は成長時の基板温度により、1016cm-3 から
1020cm-3 まで連続的に制御できることが分か
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